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ВСТУП

Безпека життєдіяльності сучасної людини вимагає створення високочутливих газових сенсорів парів аміаку, які працюють при кімнатній температурі. Розробка методів підвищення чутливості наявних напівпровідникових газових сенсорів, які працюють при кімнатній температурі - актуальне завдання сучасної електроніки. 

Метою  роботи було вивчення впливу режимів фотохімічного поверхневого легування сіркою на чутливість р-n переходів на основі GаAs до парів аміаку.

Для виконання поставленої мети вимірювалися вольтамперні характеристики прямих і зворотних струмів р-n переходів на основі GаAs у повітрі, в парах води і аміаку з різним парціальним тиском до і після фотохімічного поверхневого легування сіркою з різною тривалістю. Аналізувалися залежності додаткових прямих і зворотних струмів, що виникають в парах аміаку, від часу обробки поверхні і парціального тиску газу. Оцінювалася чутливість прямих і зворотних струмів p-n переходів на основі GаAs до парів аміаку до і після фотохімічного поверхневого легування сіркою з різною тривалістю. 

Доведено, що чутливість р-n переходів на основі GаAs до парів аміаку, яка обумовлена утворенням поверхневого провідного каналу 
n-типу, зростає при збільшенні часу фотохімічного поверхневого легування сіркою і досягає максимальних значень  при  40 с. Це  можна пояснити зменшенням густини поверхневих станів за рахунок утворення зв'язків сірка - галій і збільшенням кількості вільних електронів у каналі. При подальшому збільшенні часу фотохімічного поверхневого легування газова чутливість р-n переходів зменшується, що можна пояснити утворенням на поверхні шару аморфної сірки, який екранує електричне поле адсорбованих іонів аміаку.

результати РОБОТИ та висновки
1. Фотохімічне поверхневе легування сіркою p-n-переходів на основі GаAs зменшує щільність поверхневих станів, що призводить до зменшення надлишкових прямих і зворотних струмів.

2. Фотохімічне поверхневе легування сіркою збільшує чутливість p-n-переходів на основі GaAs до парів аміаку за рахунок збільшення кількості вільних електронів у поверхневому провідному каналі. 

3. Зменшення газової чутливості p-n-переходів на основі GaAs після тривалого фотохімічного поверхневого легування сіркою можна пояснити утворенням шару аморфної сірки, який екранує електричне поле адсорбованих іонів аміаку і зменшує число вільних електронів в каналі.

4. Оптимальним часом фотохімічного поверхневого легування сіркою p-n-переходів на основі GaAs є 40 с.
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